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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T43493《半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据》的

第3部分。GB/T43493已经发布了以下部分:
———第1部分:缺陷分类;
———第2部分:缺陷的光学检测方法;
———第3部分:缺陷的光致发光检测方法。
本文件等同采用IEC63068-3:2020《半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测

识别判据 第3部分:缺陷的光致发光检测方法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布结构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位:河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)、之江实验室、广东天

域半导体股份有限公司、中国电子科技集团公司第四十六研究所、浙江大学、山东天岳先进科技股份有

限公司、山西烁科晶体有限公司、中国科学院半导体研究所、中电化合物半导体有限公司、河北普兴电子

科技股份有限公司、常州臻晶半导体有限公司、深圳市星汉激光科技股份有限公司、厦门特仪科技有限

公司。
本文件主要起草人:芦伟立、房玉龙、李佳、殷源、丁雄杰、张冉冉、王健、李丽霞、张建峰、李振廷、

徐晨、杨青、刘立娜、杨世兴、马康夫、钮应喜、金向军、尹志鹏、刘薇、陆敏、周少丰、林志阳。
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引  言

  碳化硅(SiC)作为半导体材料,被广泛应用于新一代功率半导体器件中。与硅(Si)相比,具有击穿

电场强度高、导热率高、饱和电子漂移速率高和本征载流子浓度低等优越的物理性能,SiC基功率半导

体器件相对于硅基器件,具有更快的开关速度、低损耗、高阻断电压和耐高温等性能。

SiC功率半导体器件尚未全面得以应用,主要由于成本高、产量低和长期可靠性等问题。其中一个

严重的问题是SiC外延材料的缺陷。尽管都在努力降低SiC外延片中的缺陷,但商用SiC外延片中仍

存在一定数量的缺陷。因此有必要建立SiC同质外延片质量评定国际标准。

GB/T43493旨在给出高功率半导体器件用4H-SiC同质外延片中各类缺陷的分类、光学检测方法

和光致发光检测方法。由三个部分组成。
———第1部分:缺陷分类。目的是列出并提供高功率半导体器件用4H-SiC同质外延片中各类缺

陷及其典型特征。
———第2部分:缺陷的光学检测方法。目的是给出并提供高功率半导体器件用4H-SiC同质外延

片中缺陷光学检测的定义和指导方法。
———第3部分:缺陷的光致发光检测方法。目的是给出并提供高功率半导体器件用4H-SiC同质

外延片中缺陷光致发光检测的定义和指导方法。
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半导体器件
功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的

无损检测识别判据
第3部分:缺陷的光致发光检测方法

1 范围

本文件提供了商用碳化硅(4H-SiC)同质外延片生长缺陷光致发光检测的定义和方法。主要是通

过光致发光图像示例和发射光谱示例,为SiC同质外延片上缺陷的光致发光检测提供检测和分类的

依据。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库地址如下:
———IEC电子开放平台:availableathttp://www.electropedia.org/
———ISO在线浏览平台:availableathttps://www.iso.org/obp

3.1
光致发光 photoluminescence;PL
材料吸收光子产生电子激发导致发光。

3.2
光致发光成像 photoluminescenceimaging;PLimaging
使用激发电子的光源、聚焦光学器件、滤光器、光学图像传感器和计算机系统对缺陷图像进行捕获、

处理和分析的技术。

3.3
聚焦光学器件 focusingoptics
用于放大和捕获光学图像的镜头系统。

3.4
滤光器 opticalfilter
阻挡其他波段仅使特定波段的光通过的光学器件。

3.5
光学图像传感器 opticalimagesensor
将光学图像转换成数字数据的装置。

3.6
图像捕获 imagecapturing
建立晶片缺陷的二维原始数字图像的过程。
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